Popularne pamieci FLASH firmy Electronic Components

GigaDevice

Pamieci FLASH znajduja sie w wiekszosci urzadzen zawierajgcym mikrokontroler badz
mikroprocesor. Ich stosowanie wymuszone jest przez coraz wiekszy stopiern skomplikowania
wspotczesnych aplikacji. Jedne z bardziej ztozonych technologicznie uktadéw tego typu produkuje

firma GigaDevice.

Pamieci FLASH zadebiutowaty juz w latach osiemdziesigtych XX wieku, a ich najwazniejszym
atrybutem miata by¢ mechaniczna odpornos¢ na drgania. Okazato sie, ze rozwigzania te majg
takze wiele innych pluséw.

NAND czy NOR?

Pamieci FLASH opracowane przez firme Toshiba wystepuja w wersjach NAND i NOR. Od
samego poczatku byto jasne, ze obie struktury majg zaréwno zalety, jak i wady. Schematy
pozwalajg lepiej zrozumieé ich wtasciwosci i réznice w dziataniu. W ponizszych rozwigzaniach
kazdy z tranzystorow z podwdjng bramka przechowuje 1 bit informacji. Mozna zauwazy¢, ze

na podobnej powierzchni krzemu wiecej danych zmiescimy w strukturze NAND.
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Schemat zastepczy komoérki pamieci NOR
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Schemat zastepczy komorki pamieci NAND

Rys. 1 Poréwnanie schematow komdrek pamieci NAND FLASH i NOR FLASH.
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Cechy obu technologii

Bramka NAND, jako podstawowy element kazdej komodrki pamieci (lub innego uktadu
scalonego), zajmuje najmniej miejsca w strukturze krzemu. Pamieci typu NAND majg krétszy
czas zapisu i odczytu, poniewaz dane odczytywane i zapisywane sg catymi blokami, a nie —

tak jak jest to mozliwe w przypadku pamieci NOR — pojedynczymi komdrkami.

Dostep swobodny to wiasciwos¢ pamieci typu NOR, ktora pozwala uzyska¢ krétsze czasy
dostepu do mniejszych porcji danych. Natomiast pamieci typu NAND majg nawet 10-krotnie
wyzszg zywotnosé, czyli liczbe cykli zapisu i kasowania. Jest to pozgdane w pamieciach

masowych, poniewaz przechowywane dane czesto ulegajg zmianie.

Zastosowanie NAND i NOR

Mozliwosci zastosowania obu typdw pamieci znacznie rdznig sie od siebie. Ze wzgledu na
relacje ceny do pojemnosci, w pamieciach masowych majacych przechowywaé np. pliki

multimedialne (typu grafika lub pliki audio) stosowana jest przede wszystkim pamie¢ NAND.

Pamieci o strukturze NOR lepiej sprawdzajg sie we wspodtpracy z mikroprocesorami bez
pamieci programu. Dostepna jest w nich funkcja tzw. error correction, niemozliwa do
zaimplementowania w pamieciach typu NAND FLASH. Funkcja error correction pozwala na
przechowywanie instrukcji mikrokontrolera lub mikroprocesora, dla ktdrych bezwzglednym
priorytetem jest bezbtedna transmisja danych. Wymogiem jest mozliwie najszybsze
zwrdcenie niewielkiej ilosci danych, ale jednoczesnie nie jest konieczna duza pojemnosé tej

pamieci.
Zewnetrzna pamiec

Uzycie zewnetrznej pamieci, nawet przy najwiekszych mikrokontrolerach, jest konieczne

w przypadku:
- obstugi wyswietlaczy TFT wysokiej rozdzielczosci,
I - przechowywania duzej liczby multimediéw (grafik).

Jeszcze lepszym przyktadem wykorzystania pamieci FLASH wydaje sie system oparty

o mikroprocesor. Mikroprocesory nie posiadajg wewnetrznej pamieci programu, a bywa tez,
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Ze sy pozbawione wewnetrznej pamieci danych. W takich przypadkach wszystkie dane

przetwarzane przez mikroprocesor muszg by¢ przechowywane w zewnetrznych pamieciach.
Dodatkowe mozizliwosci

Atutem NAND FLASH jest duza predkos¢ odczytu wiekszych porcji danych. Pamieci NAND
FLASH korzystajg z interfejséw réwnolegltych, jak rowniez szeregowych - co pozwala
zaoszczedzic¢ zasoby. Jednak nawet przy zastosowaniu interfejsow szeregowych mozliwe jest
osiggniecie duzej predkosci transmisji. Dzieje sie tak np. dzieki zastosowaniu interfejsu SPI
zopcjg pracy w trybach Dual-SPlI i QSPi. Mozliwe jest czterokrotne zwielokrotnienie
przepustowosci magistrali przy tej samej czestotliwosci pracy. Oznacza to, ze wykorzystujgc
interfejs QSPI, predkos$¢ przesytu danych wyniesie nawet 480Mbit/s przy czestotliwosci pracy
magistrali 1220MHz.

Produkty GigaDevice

GigaDevice jest trzecim najwiekszym producentem pamieci SPI NOR Flash na sSwiecie.
Dostarcza najnowsze rozwigzania technologiczne 1z zakresu pamieci nieulotnych
i mikrokontroleréw z rdzeniem ARM. Firma funkcjonuje od 2005, a jej siedziba znajduje sie
w Pekinie. Jest wiascicielem przeszto 140 patentéw technologicznych. Wprowadzita na rynek

pierwszg pamiec typu SPI NAND FLASH w obudowie WSONS.

Zalety pamieci GigaDevice

Wszystkie pamieci oferowane przez GigaDevice komunikujg sie za posrednictwem interfejsu
SPI. Pozwala to na uzyskanie wysokich czestotliwosci pracy, tj. 80MHz, 104MHz i 120MHz, co
dla interfejsu SPI przektada sie odpowiednio na 80, 104 i 120Mb/s. Pamieci z serii GD25LQ

mogg pracowac z czestotliwoscig nawet 133MHz.

Dla bardziej wymagajacych aplikacji pamieci wyposazono w interfejsy dual-SPI oraz quad-SPI
(QSPI). Dzieki zastosowaniu 2 (dla Dual-SPI) lub 4 linii GPIO (dla QSPI) w miejsce
jednokierunkowych linii wejsciowych i wyjsciowych (MOSI oraz MISO) zwiekszono

I podstawowg przepustowos¢ odpowiednio - dwu- i czterokrotnie.
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Seria Architektura Nap.)lec!e Pojemnos¢ Zakres temperatur Czgstotliwos¢
zasilania pracy
GD25LQ NOR 1,8V 512kbit - 256Mbit  |[-40 85°C 80MHz - 133MHz
GD25Q | NOR 3V 2Mbit - 512Mbit | -40 85°C ;/?:;V'HZ - 120
GD25D NOR 3V 512kbit - 1Mbit -40 85°C 80MHz
GD25vVQ NOR 2,5V 2Mbit - 32Mbit -40 85°C 104MHz
GDS5F NAND 1,8V, 3V 1Gbit - 4Gbit -40 85°C 120MHz
Tab. 1 Zestawienie wszystkich serii pamieci FLASH z oferty GigaDevice.
Pamieci SPI NOR FLASH
Najwazniejszg grupe produktéw GigaDevice stanowig pamieci NOR FLASH. Wszystkie pamieci
dostepne sg w przemystowym zakresie temperatur od -40 do 85°C, co znaczgco zwieksza
zakres potencjalnych zastosowan. Majg one szeroki wybdr dostepnych obuddéw, poczawszy
od powszechnie uzywanych SOP8 i TSSOP8 po najmniejsze obudowy USONS.
Warto zaznaczy¢, ze firma GigaDevice jako jedna z nielicznych oferuje i rozwija pamieci NOR
FLASH.
Serie FLASH NOR
Pamieci NOR FLASH GigaDevice obejmujg 4 serie produktow:
- GD25LQ o napieciu pracy 1,8V,
- GD25Q pracujace w zakresie od 2,7V do 3,6V,
- GD25D réwniez pracujgce w zakresie od 2,7V do 3,6V;
- GD25VQ, ktoérych zakres pracy to od 2,3V do 3,6V.
Serie GD25(L)Q oraz GD25VQ dostepne sg w obudowach przeznaczonych do montazu BGA.
Pamieci SPI NAND FLASH
Pamieci o strukturze NAND z oferty GigaDevice tworzy grupa produktéw oznaczonych jako
GD5F. Oferowane sg w zakresie od 2,7 do 3,6V (dedykowane do logiki 3V) oraz od 1,7 do 2V
I (do logiki 1,8V). Wszystkie pamieci pracujg z czestotliwoscig 120MHz i mogg komunikowac

sie interfejsami SPI, dual-SPI oraz QSPI. Dostepne gestosci pamieci to 1, 2 i 4Gbity,

a wszystkie ukfady posiadajg obudowe WSONS8 o wymiarach 6x8mm.
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. y . L . Zakres Czestotliwosé
Seria Zakres napiec Pojemnosci
temperatur pracy
SDS FXGQ4 15 7v.36v | 1Gbit - 4Gbit -40 85°C 120MHz
::DS FXGQ4 1) 7y oy 1Gbit - 4Gbit -40 85°C 120MHz

Tab. 3 Pamieci NAND FLASH z rodziny GD5F.

Podsumowanie

Dynamicznie rozwijajacy sie rynek mikroprocesoréw generuje rosngce zapotrzebowanie na
pamieci typu NAND i NOR. Tym bardziej, ze w urzadzeniach (aplikacjach) zbudowanych
z uzyciem mikrokontroleréw z wbudowang wewnetrznie pamiecig danych i programu typu

FLASH moze zaistnie¢ potrzeba jej rozszerzenia, szczegdlnie w wymagajgcych aplikacjach.

Wysokiej jakosci produkty firmy GigaDevice majg ugruntowang pozycje na rynku.
Wyposazone sg w najnowsze technologie, dzieki czemu mogg sprosta¢ wymaganiom nawet
najbardziej kompleksowych aplikacji. Oficjalnym dystrybutorem GigaDevice jest firma
Transfer Multisort Elektronik. TME posiada takze wykwalifikowang kadre inzynieréw, ktéra
pomaga w doborze odpowiedniego rozwigzania. Wiecej informacji znajduje sie na stronie

internetowej www.tme.eu.

Michat tubniewicz
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Semiconductors and communication modules
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